SSY 20

Silizium-npn-Planar-Epitaxie-Transistor
fiir den Einsatz als Schalttransistor
in der Datenverarbeitungstechnik.

Bauform 1 TO39

Warmewiderstand Rujo £ 0,22 K/mW
Rthlc é 0.04 K/mW

Grenzwerte giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich

Ucso 60V I8 100 mA

Uceo 40V Pt (bej 8o £25°C) 700 mW

Ueso 5V 9 ' +175°C

Ic 600 mA 9, ~40 °C bis +125°C

Statische Kennwerte (8, = 25°C - 5K)

Icso (bei Ucg= 50V) < 200 nA
lcso (bei Uca = 60V) < 100 uA
Uer)eso (beile = 100 pA) = 5V
Ueryceo (beilc = 10 mA) = 40V
UCBier (beilc = 500mA, le=50mA) £ 1V
UBE;soe (beilc = 500mA, I8 =50mA) < 15V

h21e (beilc = 500 mA, Uce ==1,3V) Gruppe A 18..

B 28...
Dynamische Kennwerte (8. = 25 °C - 5K)
ton (bei lc = 500 mA, lg, == 50 mA, £ 50ns
—lg, = 25 mA, RL = 80 Ohm)
tot (beilc = 500 mA, Is, = 50 mA, £ 100ns

—Is, = 25 mA,RL = 80 Ohm)
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